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１．概要（Summary） 

次世代パワーデバイスとして GaN基板上のホモエピを

用いた縦型 MOSFET が期待されている。JFET 領域の

ドナー濃度制御のため O 注入の検討を行っているが、O

注入で形成される欠陥準位に関してはこれまでほとんど

報告例がない。そこで今回、O注入したGaNのDLTSを

ショットキーバリアダイオード（SBD）によって評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE) 

スピンコーター、コンタクトマスクアライナー[MJB4] 

酸アルカリドラフトチャンバー 

電子ビーム真空蒸着装置 

 

【実験方法】 

n-エピ層 /n+GaN 構造の GaN エピ基板に、濃度

1E17cm-3、深さ 700 nm の BOX プロファイルとなるよう

に Oを全面注入した後に、N2雰囲気中で 1100℃5分の

活性化熱処理を実施した(外注にて実施)。 

上記サンプルに、アノード電極として Ni/Au を全面蒸

着した後に、フォトリソグラフィを用いてレジストパターンを

形成し、ウェットエッチングにより 400 m 径の円形 SBD

領域を形成した。最後に n+GaN 基板裏面にカソード電

極を全面蒸着し、縦型 SBD 構造を試作した。Deep 

Level Transient Spectroscopy（DLTS）評価は名古屋

大学にて実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

DLTS測定結果を Fig. 1に示す。NPFでの電極形成

プロセスにより、リーク等の異常なく DLTS 評価可能なサ

ンプルが作製出来た。DLTSスペクトルより、大きく 4つの

ピークが観測され、それぞれ 16 乗前後の比較的高濃度

のトラップが形成されていることがわかった。これらは注入

前のエピ基板では存在しないことから、O 注入により形成

された点欠陥と考えられる。このトラップ濃度の合計が、

CV から求めたドナー濃度と O 濃度との差分に概ね等し

いことから、観測されたトラップはアクセプタ型であり、ドナ

ーを補償しているものと考えられる。 

今後は、熱処理の高温化が O 注入領域のトラップに及

ぼす影響を調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 DLTS spectrum of the O-implanted sample. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 


